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Características generales


Todo componente semiconductor tolera una temperatura en sus junturas admisible TJADM y potencia PADM. Llamamos impedancia térmica ZJC a la que existe entre este punto y su carcasa, que es determinada por una resistencia térmica  JC y una capacitancia CJC también térmica.


Cuando circula por el componente una corriente instantánea i y entre sus bornes hay una tensión también instantánea v, y tendremos entonces una potencia instantánea dada como su producto p = i.v, y otra media que denominamos simplemente P y que se interpreta constante a lo largo de todo período T de ritmicidad de la instantánea


P   =   pmed   =   T-1. 0T  p t   =   T-1. 0T  i.v t

y bien puede hallarse en la práctica analíticamente o con un método gráfico geométrico cualquiera.


A su vez, esta interpretación uniforme que llamamos P, puede ser considerada como muestra la figura siguiente en intervalos de duración T0 que se obtendrán de la siguiente expresión


T0   =   P0 / P





Considerar una distribución de potencia repetitiva es tener presente un análisis armónico de tensión y corriente. Por consiguiente, la impedancia térmica del dispositivo deberá liberar este calor interno activo


pADM   =   ( TJADM - TA ) /  ZJCcos JC   =   PADM JC /  ZJCcos JC
con TA la temperatura del ambiente que se tenga. Para el peor caso


pADM   =   PADM JC /  ZJC=   PADM . M

siendo M un factor que el fabricante suele especificar según la gráfica siguiente




Régimen continuo


Cuando tratamos la potencia de una forma constante y no repetitiva, las ecuaciones se simplifican entonces a


PADM   =   ( TJADM - TA ) / JC
y para una carcasa lógicamente a una temperatura mayor que la del ambiente, se ve restringida esta admisibilidad al valor


PMAX   =   ( TJADM - TC ) / JC



Por otra parte, la resistencia térmica entre la carcasa y el ambiente CA será la suma de la de la carcasa al disipador CD más la de éste al ambiente DA (contactos térmicos de compresión y abulonamiento). Así nos queda finalmente


CA   =   CD +  DA

CA   =   ( TC - TA ) / PMAX   =   ( TC - TA ) ( TJADM - TA ) /  PADM ( TJADM - TC )

Diseño


Sean los datos


P  = ...    TA  = ...  ( ~ 25 [ºC] en ambientes habitables)

obtenemos entonces del manual del dispositivo

PADM  = ...    TJADM  = ...  ( ~ 100 [ºC] para el silicio)

y calculamos


JC   =   ( TJADM - TA ) /  PADM  = ... 

pudiendo adoptar a qué temperatura estarán las junturas y de allí el tamaño del disipador


TJ  = ...   <  TJADM
y con ello (puede estimarse DA ~ 1 [ºC/W] )


DA   =   CA -  DA =  { [ ( TJ - TA ) /  P ]  -  JC }  -  1  = ...

y con la ayuda del ábaco siguiente u otro adquirir las dimensiones del disipador
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